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TP :2   Caractéristiques de la diode et redressement 

I. Objectifs:  
 

1. Etude de la caractéristique de la diode. 

2. Etude du redressement simple-alternance. 

3. Etude du redressement double-alternance. 

4. Etude du filtrage capacitif. 
 

II. Matériel utilisé : Pour la manipulation de ce TP, le matériel est le suivant : 
 

 Une Alimentation stabilisée. 

 Deux multimètres numériques. 

 Câbles de connexion et sondes. 

 Deux Résistances de 1kΩ et 100Ω. 

 Un oscilloscope. 

 Quatre diodes de redressement. 

 Deux condensateurs de 100μF et 1000μF. 
 

III. Complément théorique : 

III.1) Définition : 

La diode est un dipôle non-linéaire et polarisé (ou non-symétrique). Une diode consiste en une 

jonction PN, dans laquelle le courant circule du matériel de type p (anode) vers celui de type n (cathode). La 

diode est le composant semi-conducteur de base. Son fonctionnement est assimilable à celui d’un 

interrupteur (qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens) commandé par une tension. 

 

La caractéristique typique d’une diode a l’allure représentée sur le schéma suivant : 

rd =
∆V

∆I
                   (rd: la resistance dynamique)        
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III.2) Applications: 

Une des applications principales des diodes consiste `a transformer un signal alternatif, dans lequel le 

sens de circulation des électrons s’inverse à chaque demi-période, en un signal dans lequel les électrons 

circulent en sens unique. 

On donne: 

- V0(Vmoy) =
1

T
∫ 𝑉  𝑇

0
(𝑡)𝑑t ,     Veff

2
 

=
1

T
∫ 𝑉2𝑇

0
(𝑡)𝑑t , f=

1

𝑇
 , 𝜔 = 2𝜋f , θ=ωt 

III.2.1) Redressement simple alternance: 

 

- V0=
1

2π
∫ 𝑠𝑖𝑛 2π

0
(𝜃)𝑑θ 

III.2.2) Redressement double alternance et filtrage: 

 

-Le taux d'ondulation:  
∆𝑉

𝑉𝑚
≈

1

2𝑅𝐶𝑓
   , V0= Vm - 

∆𝑣

2
.    (Vm=Vmax) 

 

IV) Etude expérimentale 

1. Caracteristique de la diode: 

 

- Réaliser le montage de la figure suivante: 

- Remplir le tableau suivant: 

V(volt) 0 0.55 0.60 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77 

I(mA)           
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2. Redressement simple-alternance

ts réaliser 1ê montage de la fïgure s*ivarite :

- Latension d'alimentation : .rjr')=îr"-*'xin$l4tj, 
§Ë

F Observer à I'oscilloscope la tension alternative
d'alimentation Yn(r), puis la tensicn fx{t)"

. Relever les valeurs suivantes :

- La vaïeur maximdle de y,{t} | Vu-*:

- Lapériode deÏ,(t) | T,:

- La valeur maximale de Vp(t) i V*:

* Lapériode de Vs(t) : T:
I

F Reproduire de manière qualitative Tes courbes observ é*s {Tr"ft) et fra(t)) sur papier

rnillimdtrique.

> A l'aide du muitimè-trç numérique mesurrr :

r La valeur moyen+e de Vr(t) (modc DC)

- La valeur efficace de Trr@ (rn*de ACi

- Lavatreur rnoyenne Vnÿ (mode DC)

Ve.moÿ :

Vo-o{t:

l*:

3. Redressement double-alternance

F réaliser le montage de la figure suivante :

les valeurs suivantes :

: La vaieur maxirnale de Y11(t) : y*:

- Lapériode dn Yp(t) : T:

îly

r-
ts Reproduire de manière qualitative la courbe observé e va$) sur papier millimétrique.

- ta valeur moyenne Ha(fl {rno e tsC} },% :
n3
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4, Filtrage{apatitif

F réaliser Ie montagb de la figure suivante :

4.1. Pour C : 10S pF

Relever les valeurs suivantes ;

- La valeur maximaie de Yp(t) | V*:

- Lapériode deEp(t): l:

t.

la t*nsian de sçuil de la dicde
la résistance dynarnique

t
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L'onciulation : AY:

Reproduire de manière qualitative la courbe observé e Yp{t) sur papier miltimétrique.

A l'aide du multimètre numérique rnesurer :

- Lavaleur moyerne Vp(tS (mode DC) Va :

4.2. Pour C = 1û00 pF

La valeur rnaxintale de Yp{t} 1 V*t

- La période de Vp(t) : T:

; L'ondulation AY: 
_

F Reproduire de manière qualitative la courbe obse-rvés [a(d su papier miilimêtrique.
> A l'aide du multimètre numé.iqu* mesurer :

La valeur moyenne trrs(rJ (mode DC) v* :

I/. Cs*cul $es dffirents pflrwîùtres da tnontage des étæpes préeédentes-

A l'aide des mesures effectuées et des valeurs relever :

Caractéristique de la diode.
F Tracez dans un papier millimétrique la caraptéristique de la diçde : I :.f{v}"
F Déduire de cette saractéristique :

\\
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?. Redressêmènt simple-alternatee

Vr-u[î: ' Yr-*oy: fe:
La valçur eflficace, moyÊflne et la &éqr:ence de yx{t}.

Yuî= Ve = .f :
- Compârer tÊs valeurs ealculées avec eelies mesurées âyec le multimètre et avec Ia

fréquenoe donné* {de V-{t}}

3. Redressernent double-alternance

F Calculer:
* La valeur efficace, moyffnne et la fréquence de Veff.

T/' l'î: Vo: f:
- cornparer ces valeurs calculées avec celles mesurees âvec lç nsultimètre et ayec Ia

fréquence donnée (de I/,{t}}.

{ltrage capacitif

F Caiculer :

- Le taux de I'ondulation et la valeur moyenne de I/af# pçur C : l0üpF.

§- r/-*
tr T 0- ivm

te taux de l'ondulation et la valeur moyenne de TtB{t} pour C = 100ü}rF.
AV

- = ÿro:
Ym

!!* ComParcr les valeurs de Ilç calculées avee eelles mesurées ayec le multimètre.
r

YT. Conclusïon
- Faire une conclusion adéquate concemant ce Tp.
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(1)  Traçage de Ve(t) et VR(t): redressement simple alternance. 

 

 

(2) Traçage de VR(t): redressement double alternance. 

 

 

 

 

t(ms) 

t(ms) 

? 

? 
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(3)  Traçage de VR(t): filtrage capacitif C=100 μF. 

 

 

(4)  Traçage de VR(t): filtrage capacitif C=1000 μF. 

 

 

 

 

t(ms) 

t(ms) 

? 

? 
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(5): Traçage de la caracteristique de la diode: I=f(V). 

 

 

VI) Comparaison entre les resultats théoriques et pratiques 

 

 

Tension(V) 

C
o

u
ra

n
t(

m
A

) 
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VII) Conclusion: faire une conclusion adéquate concernant ce TP. 
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